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Schmitt-Trigger -\\J(IT

® Ausgangspegel: wohl definiert, d.h. HIGH oder LOW
® Schaltpunkt: Up = 0V

m Ubertragungskennlinie: Hysterese, d.h. AusgangsgréBe hangt nicht nur
von der EingangsgréBe ab, sondern auch vom vorherigen Zustand der
Ausgangsgroie
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Schmitt-Trigger — Operationsverstarker -\\J(IT

® Kopplungsart: Mitkopplung

® Nicht-invertierender Schmitt-Trigger ® Invertierender Schmitt-Trigger
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B e) ges.: Bezeichnung der Schaltung
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Digitale Schaltungstechnik

® Eigenschaften:
® Nur 2 Zustande einer Spannung: HIGH (logischer Zustand: 1)
LOW (logischer Zustand: 0)
B 2 extreme Arbeitspunkt der Transistoren: leitend oder gesperrt
® Realisierung durch verschiedene Schaltungstechniken (Logikfamilien)

W Statisches Verhalten:
m Logische Pegel: Uu, Ut

B Storabstande:
W Absolut: AUw: Uy~ U

A U L= US - UL
® Relativ. 3 - 2%
a\
A UL
T, c
a\
* Bei positiver Logik
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Digitale Schaltungstechnik

® Dynamisches Verhalten

B Anstiegszeit (t,): Zeitdifferenz zwischen
10% und 90% des Ausgangspegels

Fallzeit (tf): Zeitdifferenz zwischen 90%
und 10% des Ausgangspegels

W Gatterlaufzeit (t,q4): Verzogerung
zwischen 50% der Eingangsspannung
und 50% der Aufgangsspannung jeweils
bei Anstieg und Abfall

( tpdHe + Lpd L
pot = &
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Digitale Schaltungstechnik

B Verlustleistung
W Statisch: Ausgang ist entweder auf HIGH oder LOW

ot = VT
® Dynamisch: Wechsel zwischen zwei Zustanden
Po\u\\n = C- ( UH_UL\-L ‘Q-t

B Gesamtleistung:

P"dﬂiz Poluon e Psﬁodc , X TastVerhaltms
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Inverter '-\X‘(IT

Karlsruhe Institute of Technology

® Emitterschaltung ® CMOS
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Ip
R = pF- (8V- 0,24V) " o Htk

°© - ngg /‘AL\)

R =1KkQ
rDS,on =500
CL =2 pF
UDD = 5 \%
Uemin = 0V
Uemax = 5V
f =10 MHz

8 09.07.2020 Selina Eckel — Ubung ES Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik



AT

Au fg a be 3 Karlsruhe Institute of Technology

® d) ges.: Pes
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B a) ges.: Wahrheitstabelle

11

°UDD

4
Usto
(D 3
—e
Ao
=
09.07.2020 Selina Eckel — Ubung ES

AT

Karlsruhe Institute of Technology

A

0 X t 2
0
1

G Tei -Stad  lavertS

Institut flir Hochfrequenztechnik
und Elektronik



Aufgabe 4

® b) ges.: Schaltzeichen

NAND

e es

12 09.07.2020 Selina Eckel — Ubung ES

AT

Karlsruhe Institute of Technology

Tey - Stk |nvertes

Institut flr Hochfrequenztechnik
und Elektronik



Aufgabe 4 '-\X‘(IT

B ¢) ges.: 2-fach AND-Gatter in CMOS-Technik
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CMOS Gatter — Ubersicht
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